
(D Silizium-npn-Planartransistor SLN3 

Der HF-Leistungstransistor SL 113 ist ein Si-npn-Planartransistor in der 

Bauform nach IEC 1—301 und IEC 2—201. 
Einsatz vornehmlich in HF-Endstufen und als Schalttransistor für höhere 

Batteriespannungen und Umgebungstemperaturen. 

Statische Kennwerte (für 9, = 25°C —5 grd) 

Kollektorreststrom 

Icso = 0,002 < 14uA (bei Ucs = 60 V) 

Emitterreststrom 

Is8o = 0,025 < 1.uA (bei Ug = 4V) 

Restspannung 

UCgsae = 0,8< 1,5 V (bei Ic = 100 mA, Ig = 8,33 mA) 
UCgsae = 3V (bei Ic = 400 mA, Ig = 33,3 mA) 

Gleichstromverstärkung 

B = 55 >12 (bei Ucg =2V, Ic = 100 mA) 

Dynamische Kennwerte (für , = 25°C —5 grd) 

Übergangsfrequenz 

fr = 40 MHz (bei Uce = 2V, Ic = 100 mA, fm = 18 MHz) 

Basisbahnwiderstand 
Fob' = 20< 450 (bei Uce = 6 V, Ic = 5mA, fm = 50 MHz) 

Kollektorkapazität 

Cc=75< 90 pF (bei Uce = 6 V, Ic = 0, fm = 100 kHz) 

Schaltzeitkonstanten 

=06<1 u8] (bei Uce = 6 V...Ucean Ic= 
0,7 < 1,3us [ Ra = 1kQ, Rı = 600) 
0,1 s (bei Uce = 6 V...Ucesat Ic= 0...100 mA, 

Ra =1kQ, Rı=30) 

100 mA, 

Grenzwerte (9, = 25 °C) 

Ucs = 60V 
Uce = 60V (bei Rag = 0) 
U = 4V 
Ic = 400 mA 
ic =700 mA 
IR =100 mA 
Ra = 15%(bei 9 = 45°C) 

% =150°C 
9 =—40...+ 125 °C 

Bestellbezeichnung für einen Transistor: Transistor SL 113 

Änderungen vorbehalten 

334 

stark vergrößert 

Abmessungen 

Masse ca. 10 g


